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Anul 2019 vine în viața academicianului Alexei 
Simașchevici cu o semnificație aparte. Distinsul om 
de știință rotunjește frumoasa vârstă de 90 de ani –  
o viaţă împlinită și trăită cu har. În plus, neobositul 
cercetător numără 65 de ani de activitate pedagogică și 
știinţifică continuă, prolifică și fructuoasă. Sute de ar-
ticole publicate, o sumă de brevete, zeci de discipoli –  
sunt doar o parte din ceea ce ar putea servi drept un 
exemplu al vieţii de savant. 

Pedagog inspirat, cercetător de marcă, profesorul 
Simașchevici este un model, un fel de a fi, de a trăi cu 
intensitate și utilitate clipele. O buna parte a comuni-
tății știinţifice din domeniul Fizicii Semiconductorilor 
îi sunt tributari, fie ca studenţi, masteranzi sau docto-
ranzi, fie ca cercetători care s-au bucurat de sprijinul 
său.

Activitatea științifică a academicianului Simașche-
vici a început în 1954 sub conducerea prof. M. V. Kot. 
Unul dintre punctele forte ale acestuia din urmă a fost 
intuiția care i-a permis să identifice liniile principale 
în cercetarea problemelor fizice. Colaboratorii și stu-
denții Catedrei „Electrofizica” a Universității de Stat 
din Chișinău au fost cei dintâi în Republica Moldo-
va care au început să lucreze în direcția preparării și 
cercetării straturilor subțiri ale compușilor semicon-
ductori binari II-VI și III-V. Aceste lucrări se numărau 
printre primele în acest domeniu și în URSS.

Rezultatele obţinute au fost publicate în Ana-
lele științifice ale Universității, precum și în revis-
tele centrale de la Moscova, care se traduceau în 
engleză, devenind astfel cunoscute comunității știin-

țifice internaționale. De exemplu, lucrarea Кот М.В,  
Симашкевич А. В., Тырзиу В.Г. ФТТ, 1962, 4, 1635  
a avut mai mult de 25 de citări. Cu toate acestea,  câțiva 
ani mai târziu acest procedeu de depunere a pelicule-
lor subțiri a apărut în publicaţiile știinţifice sub denu-
mirea „metoda Gunter” sau „metoda de trei tempe-
raturi”.

În 1963, la Chișinău a avut loc o Conferința Inter-
națională în domeniul fizicii semiconductorilor care a 
reunit personalități de talie mondială, printre aceștia 
numărându-se A. Pankov, F. L. J. Sangster, O. Made-
lung, D. N. Nasledov, A. R. Regel, N. A. Goryunova și 
alţii. Atmosfera și rezultatele conferinţei au impulsio-
nat lucrările din acest domeniu. 

Treptat, Alexei Simașchevici, împreună cu doc-
toranzii săi,  a  câștigat experiență, a stăpânit diferite 
metode de depunere a peliculelor subțiri semicon-
ductoare prin evaporarea termică, epitaxie gazoasă 
și lichidă. Depunerea straturilor subţiri pe suprafața 
cristalelor semiconductoare a permis obţinerea diferi-
tor tipuri de heterostructuri. Studiul proprietăţilor he-
terostructurilor a intensificat cooperarea cu Institutul 
Fizico-Tehnic din St. Petersburg, inclusiv cu acad. J. 
Alferov, soldată cu impunătoare rezultate și beneficii 
științifice. 

Primele referate în domeniul investigaţiilor he-
terostructurilor au fost prezentate la conferinţa din 
Riga în 1964. Aceste rezultate au contribuit la for-
marea unei școli știinţifice noi, conduse de acad.  
A. Simașchevici, în domeniul tehnologiei de obţinere 
a heterojoncțiunilor A2B6/A2B6, A2B6/A3B5, A2B6/TCO, 
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stimulând studiul acestor structuri și elaborarea dis-
pozitivelor concrete. În premieră s-a obținut efectul 
electroluminescenței cauzate de injecţia purtătorilor 
minoritari în materialele A2B6. Prin acest efect s-a do-
vedit posibilitatea injectării purtătorilor de sarcină în 
componenta heterojoncțiunii cu bandă interzisă largă. 

Rezultatele substanțiale obținute de echipa de cer-
cetători formată în jurul tânărului savant au permis or-
ganizarea în 1974 la Chișinău a primei Conferinţe din 
URSS cu privire la toate aspectele legate de heterojonc-
țiuni. În anii 1970–1990 au fost investigate proprietă-
țile electrice și fotoelectrice ale structurilor obținute, 
determinate mecanismele de transport al purtătorilor 
de sarcină și propuse diagramele energetice ale hetero-
joncțiunilor studiate. Aceste rezultate au fost publicate 
în presa periodică științifică, prezentate la conferințe 
internaționale și generalizate în 3 monografii: Alesko-
vskiy V. B., Kalinkin I. P., Simashkevich A. V. Epita-
ksial’nye plenki soedineniy AIIBVI Leningrad, Izd. LGU, 
1978, 310 str.; Simashkevich A. V. Geteroperekhody na 
osnove poluprovodnikovykh soedineniy AIIBVI, Kishinev, 
Shtiintsa, 1980, 155 str.; Nedeoglo D., Simashkevich 
A. V. Elektricheskie i lyuminestsentnye svoystva selenida 
tsinka, Kishinev, Shtiintsa, 1984, 149 s.

După tabietul acelor timpuri, activității științifice 
i se rezerva a doua jumătate a zilei, în prima jumătate 
profesorul urmând să se ocupe de activitatea pedago-
gică. Desigur, această divizare a activităților cadrelor 
pedagogice era pur convențională, însă cursurile de 
lecții, lucrările practice și de laborator puteau fi ușor 
controlate și evaluate. Profesorul A. Simașchevici a 
elaborat în premieră și a ținut, timp de 25 de ani, un șir 
de cursuri speciale în limba română care au stat la baza 
editării unor materiale didactice: Simașchevici A.V.,  
Gașin P. A., Focșa A. Ia. Fenomene de contact în semi-
conductori (curs de lectii) Chisinau, Ed. USM, 1993, 14 
p., Simașchevici A., Gorceac L., Șerban D. Conversia 
fotovoltaica a energiei solare, CE USM, Chișinău, 2002, 
249 p.

Conversia fotovoltaică a energiei solare constitu-
ie una dintre principalele căi de rezolvare a proble-
mei furnizării energiei „verzi”. Academicianul A. Si-
mașchevici este autorul ideii utilizării structurilor de 
tip semiconductor/izolator/semiconductor/ (SIS) în 

conversia fotovoltaică. Sub conducerea lui au fost ob-
ţinute structuri de acest tip în baza materialelor tradi-
ţionale Si, InP, CdTe și materialelor semiconductoare 
oxizi conductibile și transparente. Pentru fabricarea 
celulelor solare (SC) în baza de SIS structuri nu este 
necesară obținerea unei joncțiuni p-n, deoarece sepa-
rarea purtătorilor de sarcină, generați de radiația so-
lară, este realizată de un câmp electric la interfața izo-
lator-semiconductor. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în cazul depunerii straturilor subţiri de oxizi 
de indiu (ITO) dopaţi cu staniu pe plachete cristaline 
de n-Si prin metoda pulverizării pirolitice. Aceste re-
zultate pot fi găsite în Capitolul 14 al cărții Solar Cells – 
Silicon Wafer-Based Technologies, publicate de InTech, 
Rijeca, Croația, în 2011.

Academicianul A. Simașchevici a elaborat un 
tip nou de SC cu sensibilitate bilaterală. Aceste dis-
pozitive sunt formate numai din joncțiuni izotipe.  
Utilizarea unor astfel de structuri elimină o parte con-
siderabilă a problemelor de fabricare BSC tradiţionale.

Un număr semnificativ de cercetări în ultimii ani 
a fost centrat pe optimizarea parametrilor fotovoltaici 
ai dispozitivelor obţinute. Optimizarea a fost efectuată 
prin modificarea interfeţei SC și formării pe latura din 
spate a joncţiunii n-n+Si.  Ca urmare a acestor optimi-
zări în cazul celulei unilaterale a fost obţinută eficienţa 
de 16 %, iar în cazul celulelor bilaterale – eficienţa la 
iluminarea frontală de 13 % și, respectiv, 10 % la ilu-
minarea din spate.

Activitatea prodigioasă a academicianului A. Si-
mașchevici a fost apreciată la înalta-i valoare, savan-
tului conferindu-i-se mai multe distincţii: „Ordinul 
de Onoare” (1986), Ordinul „Gloria Muncii” (1999), 
Medalia „Meritul Civic” (1995). 

Academicianul Alexei Simașchevici deţine din 
1996 titlul de „Om Emerit”, este laureat al Premiului 
de Stat în domeniul Știinţei și Tehnicii, este Cavaler al 
medaliilor academice „Dimitrie Cantemir”, „60 de ani 
ai AȘM” și „65 de ani ai USM”.  

Colectivul Institutului de Fizică Aplicată este 
onorat de a activa alături de dvs. Vă aducem cele mai 
sincere și calde felicitări, urări de sănătate și succese 
profesionale perpetue. 

La mulți ani, domnule Academician!


